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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁界に応じた磁界信号を生成するように構成された１つまたは複数の磁界検知素子と、
　前記磁界信号を受信するように接続され、振幅またはオフセットのうちの少なくとも１
つを含む信号特性を有する温度補償信号を生成するように構成された温度補償回路と、
　前記温度補償信号の前記信号特性に関する測定閾値を、格納時刻に格納するように構成
された不揮発性メモリデバイスと、
　前記格納時刻後の受信時刻に、前記メモリデバイスから、前記格納測定閾値に関する比
較閾値を受信するように接続されるとともに、前記磁界信号を表す信号を受信するように
接続された比較検出器であって、前記比較閾値と前記磁界信号を表す信号とを比較して、
比較検出器出力信号を生成するように構成される、比較検出器と
を備える、磁界センサ。
【請求項２】
　前記比較検出器により受信された前記比較閾値は、前記格納測定閾値に対応する、請求
項１に記載の磁界センサ。
【請求項３】
　前記磁界信号の正のピークおよび負のピークをそれぞれ表す正のピーク信号または負の
ピーク信号の少なくとも１つを受信するように接続され、前記正のピーク信号または負の
ピーク信号の少なくとも１つに従って、前記測定閾値を生成するように構成された、測定
閾値モジュールをさらに備えた、請求項１に記載の磁界センサ。
【請求項４】
　複数の正のピーク値を有する正のピーク信号、または複数の負のピーク値を有する負の
ピーク信号の少なくとも１つを受信するように接続された、測定閾値モジュールをさらに
備え、前記複数の正のピーク値は、前記磁界信号の異なる正のピークをそれぞれ表し、前
記複数の負のピーク値は、前記磁界信号の異なる負のピークをそれぞれ表し、前記測定閾
値モジュールは、前記複数の正のピーク値および／または前記複数の負のピーク値を組み
合わせて、前記測定閾値を生成するように構成された、請求項１に記載の磁界センサ。
【請求項５】
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　前記測定閾値モジュールは、前記正のピーク信号の複数の値からの正の最大ピーク値、
前記正のピーク信号の複数の値からの正の最小ピーク値、前記負のピーク信号の複数の値
からの負の最大ピーク値、または前記負のピーク信号の複数の値からの負の最小ピーク値
のうちの少なくとも１つを選択するように構成されるとともに、少なくとも１つの選択さ
れた値に応じて、前記測定閾値を生成するように構成された、請求項４に記載の磁界セン
サ。
【請求項６】
　前記温度補償回路は、
　磁界信号を表す信号を受信するように接続され、ゲイン制御信号を受信するように接続
され、前記ゲイン制御信号に応じたゲインを有するゲイン調整された信号を生成するよう
に構成されたゲイン調整回路と、
　複数の温度セグメントのそれぞれの境界と関連付けられた複数の補正係数を格納するよ
うに構成された係数テーブルメモリであって、各温度セグメントは、一対の温度により境
界をつけられる、係数テーブルメモリと、
　前記磁界センサの温度を表す温度信号を生成するように構成された温度センサと、
　前記温度を表す信号を受信するように接続され、前記温度が含まれた温度セグメントを
特定するように構成され、前記特定された温度セグメントと関連付けられた複数のゲイン
補正係数を受信するように接続され、前記複数のゲイン補正係数を用い、前記温度信号に
応じて補間を行い、補間されたゲイン補正値に応じて前記ゲイン制御信号を生成するよう
に構成されたセグメントプロセッサと
を備えた、請求項１に記載の磁界センサ。
【請求項７】
　前記メモリデバイスは、前記温度補償信号の前記信号特性に関するバックアップ測定閾
値を格納するようにさらに構成された、請求項１に記載の磁界センサ。
【請求項８】
　前記格納時刻は、前記磁界センサの電源が投入されてから所定の時間後に対応した時刻
に生じる、請求項１に記載の磁界センサ。
【請求項９】
　前記格納時刻は、回転検出器信号の所定のエッジ数に対応した時刻に生じる、請求項１
に記載の磁界センサ。
【請求項１０】
　前記格納時刻は、前記磁界センサの電源遮断時に近い時刻に生じ、前記受信時刻は、前
記磁界センサの電源投入時に近い時刻に生じる、請求項１に記載の磁界センサ。
【請求項１１】
　前記格納時刻は、前記測定閾値が所定量を超えた量だけ変化した時刻に生じる、請求項
１に記載の磁界センサ。
【請求項１２】
　前記格納時刻は、前記測定閾値が前記格納測定閾値から所定量異なる時刻に生じる、請
求項１に記載の磁界センサ。
【請求項１３】
　前記格納時刻は、前記比較検出器出力信号の状態変化率が、前記磁界センサ内で生成さ
れた他の信号の状態変化率と異なる時刻に生じる、請求項１に記載の磁界センサ。
【請求項１４】
　前記測定閾値と前記格納測定閾値とを比較するように構成され、前記測定閾値と前記格
納測定閾値とが所定量を超えて異なる場合に不合格値を生成するように構成された診断モ
ジュールをさらに備えた、請求項１に記載の磁界センサ。
【請求項１５】
　磁界センサで磁界を検知する方法であって、
　前記磁界に応じた磁界信号を生成するステップと、
　前記磁界信号に関する温度補償信号を生成するステップであって、前記温度補償信号は
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、振幅またはオフセットのうちの少なくとも１つを含む信号特性を含む、ステップと、
　前記温度補償信号の前記信号特性に関する測定閾値を、格納時刻に不揮発性メモリデバ
イス内に格納するステップと、
　前記格納時刻後の受信時刻に、前記格納測定閾値に関する比較閾値、および前記磁界信
号を表す信号を、比較検出器で受信するステップと、
　前記比較閾値と前記磁界信号を表す信号とを前記比較検出器で比較して、比較検出器出
力信号を生成するステップと
を含む方法。
【請求項１６】
　前記比較検出器により受信された前記比較閾値は、前記格納測定閾値に対応する、請求
項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記磁界信号の正のピークおよび負のピークをそれぞれ表す正のピーク信号または負の
ピーク信号の少なくとも１つを受信するステップと、
　前記正のピーク信号または負のピーク信号の少なくとも１つに応じて、前記測定閾値を
生成するステップと
をさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　複数の正のピーク値を有する正のピーク信号、または複数の負のピーク値を有する負の
ピーク信号の少なくとも１つを受信するステップであって、前記複数の正のピーク値は、
前記磁界信号の異なる正のピークをそれぞれ表し、前記複数の負のピーク値は、前記磁界
信号の異なる負のピークをそれぞれ表す、ステップと、
　前記複数の正のピーク値または前記複数の負のピーク値の少なくとも１つの組み合わせ
に応じて、前記測定閾値を生成するステップと
をさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記正のピーク信号の複数の値からの正の最大ピーク値、前記正のピーク信号の複数の
値からの正の最小ピーク値、前記負のピーク信号の複数の値からの負の最大ピーク値、ま
たは前記負のピーク信号の複数の値からの負の最小ピーク値のうちの少なくとも１つを、
選択するステップと、
　前記測定閾値を、前記少なくとも１つの選択された値に応じて生成するステップと
をさらに含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　ゲイン制御信号に応じたゲインを有するゲイン調整された信号を生成するステップと、
　複数の温度セグメントのそれぞれの境界と関連付けられた複数の補正係数を格納するよ
うに構成された係数テーブルメモリを提供するステップであって、各温度セグメントは、
一対の温度により境界を付けられる、ステップと、
　前記磁界センサの温度を表す温度信号を生成するステップと、
　前記温度を表す信号を受信するステップと、
　前記温度が含まれた温度セグメントを特定するステップと、
　前記特定された温度セグメントと関連付けられた複数のゲイン補正係数を受信するステ
ップと、
　複数のゲイン補正係数を用い、前記温度信号に応じて補間を行い、補間されたゲイン補
正値に応じて前記ゲイン制御信号を生成するステップと
をさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　前記温度補償信号の前記信号特性に関するバックアップ測定閾値を、前記メモリデバイ
ス内に格納するステップをさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２２】
　前記格納時刻は、前記磁界センサの電源が投入されてから所定の時間後に対応した時刻
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に生じる、請求項１５に記載の方法。
【請求項２３】
　前記格納時刻は、回転検出器信号の所定のエッジ数に対応した時刻に生じる、請求項１
５に記載の方法。
【請求項２４】
　前記格納時刻は、前記磁界センサの電源遮断時に近い時刻に生じ、前記受信時刻は、前
記磁界センサの電源投入時に近い時刻に生じる、請求項１５に記載の方法。
【請求項２５】
　前記格納時刻は、前記測定閾値が所定量を超えた量だけ変化した時刻に生じる、請求項
１５に記載の方法。
【請求項２６】
　前記格納時刻は、前記測定閾値が前記格納測定閾値から所定量異なる時刻に生じる、請
求項１５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記格納時刻は、前記比較検出器出力信号の状態変化率が、前記磁界センサ内で生成さ
れた他の信号の状態変化率と異なる時刻に生じる、請求項１５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記測定閾値と前記格納測定閾値とを比較するステップと、
　前記測定閾値および前記格納測定閾値が所定量を超えて異なる場合に、不合格値を生成
するステップと
をさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２９】
　前記比較検出器は、前記比較閾値を前記磁界信号を表す信号と比較して、前記比較検出
器出力信号を生成するように構成されたアナログ回路を含む、請求項１に記載の磁界セン
サ。
【請求項３０】
　前記比較検出器は、前記比較閾値を前記磁界信号を表す信号と比較して、前記比較検出
器出力信号を生成するように構成されたアナログ回路を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項３１】
　前記比較検出器は、前記比較閾値を前記磁界信号を表す信号と比較して、前記比較検出
器出力信号を生成するように構成されたデジタル回路を含む、請求項１に記載の磁界セン
サ。
【請求項３２】
　前記比較検出器は、前記比較閾値を前記磁界信号を表す信号と比較して、前記比較検出
器出力信号を生成するように構成されたデジタル回路を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項３３】
　磁界に応じた磁界信号を生成するように構成された１つまたは複数の磁界検知素子と、
　複数の正のピーク値を有する正のピーク信号、または複数の負のピーク値を有する負の
ピーク信号の少なくとも１つを受信するように接続された測定閾値モジュールであって、
前記複数の正のピーク値は、前記磁界信号の異なる正のピークをそれぞれ表し、前記複数
の負のピーク値は、前記磁界信号の異なる負のピークをそれぞれ表し、前記測定閾値モジ
ュールは、前記複数の正のピーク値のうちの少なくとも１つおよび／または前記複数の負
のピーク値のうちの少なくとも１つを用いて、測定閾値を生成するように構成される、測
定閾値モジュールと、
　前記測定閾値を格納時刻に格納するように構成された不揮発性メモリデバイスと、
　前記格納時刻後の受信時刻に、前記メモリデバイスから、前記格納測定閾値に対応する
比較回路閾値を受信するように接続されるとともに、前記磁界信号を表す信号を受信する
ように接続された比較回路であって、前記比較回路は、温度係数を前記格納測定閾値と組
み合わせることなく前記格納測定閾値を受信するように接続され、前記比較回路は、前記
比較回路閾値と前記磁界信号を表す信号とを比較して、比較回路出力信号を生成するよう
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に構成される、比較回路と
を備える、磁界センサ。
【請求項３４】
　前記磁界信号を受信するように接続され、振幅またはオフセットのうちの少なくとも１
つを含む信号特性を有する温度補償信号を生成するように構成された温度補償回路をさら
に備える、請求項３３に記載の磁界センサ。
【請求項３５】
　前記温度補償回路は、
　前記磁界信号を表す信号を受信するように接続され、ゲイン制御信号を受信するように
接続され、前記ゲイン制御信号に応じたゲインを有するゲイン調整された信号を生成する
ように構成されたゲイン調整回路と、
　複数の温度セグメントのそれぞれの境界と関連付けられた複数の補正係数を格納するよ
うに構成された係数テーブルメモリであって、各温度セグメントは、一対の温度により境
界をつけられる、係数テーブルメモリと、
　前記磁界センサの温度を表す温度信号を生成するように構成された温度センサと、
　前記温度を表す信号を受信するように接続され、前記温度が含まれた温度セグメントを
特定するように構成され、前記特定された温度セグメントと関連付けられた複数の格納さ
れたゲイン補正係数のうちの選択されたものを受信するように接続され、前記格納された
複数のゲイン補正係数のうちの選択されたものを用い、前記温度信号に応じて補間を行い
、補間されたゲイン補正値に応じて前記ゲイン制御信号を生成するように構成されたセグ
メントプロセッサと
を備える、請求項３４に記載の磁界センサ。
【請求項３６】
　前記格納時刻は、前記磁界センサの電源が投入されてから所定の時間後に対応した時刻
に生じる、請求項３３に記載の磁界センサ。
【請求項３７】
　前記格納時刻は、回転検出器信号の所定のエッジ数に対応した時刻に生じる、請求項３
３に記載の磁界センサ。
【請求項３８】
　前記格納時刻は、前記磁界センサの電源遮断時に近い時刻に生じ、前記受信時刻は、前
記磁界センサの電源投入時に近い時刻に生じる、請求項３３に記載の磁界センサ。
【請求項３９】
　前記格納時刻は、前記測定閾値が所定量を超えた量だけ変化した時刻に生じる、請求項
３３に記載の磁界センサ。
【請求項４０】
　前記格納時刻は、前記測定閾値が前記格納測定閾値から所定量異なる時刻に生じる、請
求項３３に記載の磁界センサ。
【請求項４１】
　前記格納時刻は、前記比較回路出力信号の状態変化率が、前記磁界センサ内で生成され
た他の信号の状態変化率と異なる時刻に生じる、請求項３３に記載の磁界センサ。
【請求項４２】
　前記測定閾値と前記格納測定閾値とを比較するように構成され、前記測定閾値と前記格
納測定閾値とが所定量を超えて異なる場合に不合格値を生成するように構成された診断モ
ジュールをさらに備える、請求項３３に記載の磁界センサ。
【請求項４３】
　磁界センサで磁界を検知する方法であって、
　前記磁界に応じた磁界信号を生成するステップと、
　複数の正のピーク値を有する正のピーク信号、または複数の負のピーク値を有する負の
ピーク信号の少なくとも１つを生成するステップであって、前記複数の正のピーク値は、
前記磁界信号の異なる正のピークをそれぞれ表し、前記複数の負のピーク値は、前記磁界
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信号の異なる負のピークをそれぞれ表す、ステップと、
　前記複数の正のピーク値のうちの少なくとも１つおよび／または前記複数の負のピーク
値のうちの少なくとも１つを用いて、測定閾値を生成するステップと、
　前記測定閾値を、格納時刻に、不揮発性メモリデバイスに格納するステップと、
　比較回路により、前記格納時刻後の受信時刻に、前記メモリデバイスから、前記格納測
定閾値に対応する比較回路閾値および前記磁界信号を表す信号を受信するステップであっ
て、温度係数を前記格納測定閾値と組み合わせることなく前記格納測定閾値を受信する、
ステップと、
　前記比較回路により、前記比較回路閾値と前記磁界信号を表す信号とを比較して、比較
回路出力信号を生成するステップと
を含む方法。
【請求項４４】
　前記磁界信号に関する温度補償信号を生成するステップであって、前記温度補償信号は
、振幅またはオフセットのうちの少なくとも１つを含む信号特性を含む、ステップをさら
に含む、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記温度補償信号を生成するステップは、
　ゲイン制御信号に応じたゲインを有するゲイン調整された信号を生成するステップと、
　複数の温度セグメントのそれぞれの境界と関連付けられた複数の補正係数を格納するよ
うに構成された係数テーブルメモリを提供するステップであって、各温度セグメントは、
一対の温度により境界を付けられる、ステップと、
　前記磁界センサの温度を表す温度信号を生成するステップと、
　前記温度を表す信号を受信するステップと、
　前記温度が含まれた温度セグメントを特定するステップと、
　前記特定された温度セグメントと関連付けられた格納された複数のゲイン補正係数のう
ちの選択されたものを受信するステップと、
　前記格納された複数のゲイン補正係数のうちの前記選択されたものを用い、前記温度信
号に応じて補間を行い、補間されたゲイン補正値に応じて前記ゲイン制御信号を生成する
ステップと
をさらに含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記格納時刻は、前記磁界センサの電源が投入されてから所定の時間後に対応した時刻
に生じる、請求項４３に記載の方法。
【請求項４７】
　前記格納時刻は、回転検出器信号の所定のエッジ数に対応した時刻に生じる、請求項４
３に記載の方法。
【請求項４８】
　前記格納時刻は、前記磁界センサの電源遮断時に近い時刻に生じ、前記受信時刻は、前
記磁界センサの電源投入時に近い時刻に生じる、請求項４３に記載の方法。
【請求項４９】
　前記格納時刻は、前記測定閾値が所定量を超えた量だけ変化した時刻に生じる、請求項
４３に記載の方法。
【請求項５０】
　前記格納時刻は、前記測定閾値が前記格納測定閾値から所定量異なる時刻に生じる、請
求項４３に記載の方法。
【請求項５１】
　前記格納時刻は、前記比較回路出力信号の状態変化率が、前記磁界センサ内で生成され
た他の信号の状態変化率と異なる時刻に生じる、請求項４３に記載の方法。
【請求項５２】
　前記測定閾値と前記格納測定閾値とを比較するステップと、
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　前記測定閾値と前記格納測定閾値とが所定量を超えて異なる場合に不合格値を生成する
ステップと
をさらに含む、請求項４３に記載の方法。
【請求項５３】
　磁界に応じた磁界信号を生成するように構成された１つまたは複数の磁界検知素子と、
　前記磁界信号を受信するように接続され、前記磁界信号に関する信号特性を特定するよ
うに構成された回路であって、前記信号特性は振幅またはオフセットのうちの少なくとも
１つを含む、回路と、
　前記信号特性に関する測定閾値を、格納時刻に格納するように構成された不揮発性メモ
リデバイスと、
　前記格納時刻後の受信時刻に、前記格納測定閾値に対応する比較回路閾値を受信するよ
うに接続されるとともに、前記磁界信号を表す信号を受信するように接続された比較回路
であって、前記比較回路は、温度係数を前記格納測定閾値と組み合わせることなく前記格
納測定閾値を受信するように接続され、前記比較回路は、前記比較回路閾値と前記磁界信
号を表す信号とを比較して、比較回路出力信号を生成するように構成される、比較回路と
を備える、磁界センサ。
【請求項５４】
　前記磁界信号を受信するように接続され、振幅またはオフセットのうちの少なくとも１
つを含む前記信号特性を有する温度補償信号を生成するように構成された温度補償回路を
さらに備える、請求項５３に記載の磁界センサ。
【請求項５５】
　前記温度補償回路は、
　前記磁界信号を表す信号を受信するように接続され、ゲイン制御信号を受信するように
接続され、前記ゲイン制御信号に応じたゲインを有するゲイン調整された信号を生成する
ように構成されたゲイン調整回路と、
　複数の温度セグメントのそれぞれの境界と関連付けられた複数の補正係数を格納するよ
うに構成された係数テーブルメモリであって、各温度セグメントは、一対の温度により境
界をつけられる、係数テーブルメモリと、
　前記磁界センサの温度を表す温度信号を生成するように構成された温度センサと、
　前記温度を表す信号を受信するように接続され、前記温度が含まれた温度セグメントを
特定するように構成され、前記特定された温度セグメントと関連付けられた格納された複
数のゲイン補正係数のうちの選択されたものを受信するように接続され、前記格納された
複数のゲイン補正係数のうちの選択されたものを用い、前記温度信号に応じて補間を行い
、補間されたゲイン補正値に応じて前記ゲイン制御信号を生成するように構成されたセグ
メントプロセッサと
を備える、請求項５４に記載の磁界センサ。
【請求項５６】
　前記格納時刻は、前記磁界センサの電源が投入されてから所定の時間後に対応した時刻
に生じる、請求項５３に記載の磁界センサ。
【請求項５７】
　前記格納時刻は、回転検出器信号の所定のエッジ数に対応した時刻に生じる、請求項５
３に記載の磁界センサ。
【請求項５８】
　前記格納時刻は、前記磁界センサの電源遮断時に近い時刻に生じ、前記受信時刻は、前
記磁界センサの電源投入時に近い時刻に生じる、請求項５３に記載の磁界センサ。
【請求項５９】
　前記格納時刻は、前記測定閾値が所定量を超えた量だけ変化した時刻に生じる、請求項
５３に記載の磁界センサ。
【請求項６０】
　前記格納時刻は、前記測定閾値が前記格納測定閾値から所定量異なる時刻に生じる、請
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求項５３に記載の磁界センサ。
【請求項６１】
　前記格納時刻は、前記比較回路出力信号の状態変化率が、前記磁界センサ内で生成され
た他の信号の状態変化率と異なる時刻に生じる、請求項５３に記載の磁界センサ。
【請求項６２】
　前記測定閾値と前記格納測定閾値とを比較するように構成され、前記測定閾値と前記格
納測定閾値とが所定量を超えて異なる場合に不合格値を生成するように構成された診断モ
ジュールをさらに備える、請求項５３に記載の磁界センサ。
【請求項６３】
　磁界センサで磁界を検知する方法であって、
　前記磁界に応じた磁界信号を生成するステップと、
　前記磁界信号に関する信号特性を特定するステップであって、前記信号特性は振幅また
はオフセットのうちの少なくとも１つを含む、ステップと、
　前記信号特性に関する測定閾値を、格納時刻に、不揮発性メモリデバイスに格納するス
テップと、
　比較回路により、前記格納時刻後の受信時刻に、格納測定閾値に対応する比較回路閾値
および前記磁界信号を表す信号を受信するステップであって、温度係数を前記格納測定閾
値と組み合わせることなく前記格納測定閾値を受信する、ステップと、
　前記比較回路により、前記比較回路閾値と前記磁界信号を表す信号とを比較して、比較
回路出力信号を生成するステップと
を含む方法。
【請求項６４】
　前記磁界信号に関する温度補償信号を生成するステップであって、前記温度補償信号は
、振幅またはオフセットのうちの少なくとも１つを含む前記信号特性を含む、ステップを
さらに含む、請求項６３に記載の方法。
【請求項６５】
　前記温度補償信号を生成するステップは、
　ゲイン制御信号に応じたゲインを有するゲイン調整された信号を生成するステップと、
　複数の温度セグメントのそれぞれの境界と関連付けられた複数の補正係数を格納するよ
うに構成された係数テーブルメモリを提供するステップであって、各温度セグメントは、
一対の温度により境界を付けられる、ステップと、
　前記磁界センサの温度を表す温度信号を生成するステップと、
　前記温度を表す信号を受信するステップと、
　前記温度が含まれた温度セグメントを特定するステップと、
　前記特定された温度セグメントと関連付けられた格納された複数のゲイン補正係数のう
ちの選択されたものを受信するステップと、
　前記格納された複数のゲイン補正係数のうちの前記選択されたものを用い、前記温度信
号に応じて補間を行い、補間されたゲイン補正値に応じて前記ゲイン制御信号を生成する
ステップと
をさらに含む、請求項６４に記載の方法。
【請求項６６】
　前記格納時刻は、前記磁界センサの電源が投入されてから所定の時間後に対応した時刻
に生じる、請求項６３に記載の方法。
【請求項６７】
　前記格納時刻は、回転検出器信号の所定のエッジ数に対応した時刻に生じる、請求項６
３に記載の方法。
【請求項６８】
　前記格納時刻は、前記磁界センサの電源遮断時に近い時刻に生じ、前記受信時刻は、前
記磁界センサの電源投入時に近い時刻に生じる、請求項６３に記載の方法。
【請求項６９】
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　前記格納時刻は、前記測定閾値が所定量を超えた量だけ変化した時刻に生じる、請求項
６３に記載の方法。
【請求項７０】
　前記格納時刻は、前記測定閾値が前記格納測定閾値から所定量異なる時刻に生じる、請
求項６３に記載の方法。
【請求項７１】
　前記格納時刻は、前記比較回路出力信号の状態変化率が、前記磁界センサ内で生成され
た他の信号の状態変化率と異なる時刻に生じる、請求項６３に記載の方法。
【請求項７２】
　前記測定閾値と前記格納測定閾値とを比較するステップと、
　前記測定閾値と前記格納測定閾値とが所定量を超えて異なる場合に不合格値を生成する
ステップと
をさらに含む、請求項６３に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
　また、磁界センサ４００は回転モジュール４１７をも含む。このモジュールは、出力信
号４１４ａを受信するように接続されるとともに、少なくともギヤ４５０の回転を示し、
必要に応じてギヤ４５０の回転速度を示し、必要に応じてギヤ４５０の回転方向を示す回
転出力信号を生成するように、構成されている。回転モジュール４１７は、図８と組み合
わせて以下に説明される。回転モジュールが、比較検出器（たとえば、ＴＰＯＳ検出器）
と、精密回転検出器の少なくとも一部とを含むことが、充分であるといえる。


	header
	written-amendment

